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摘要 报道了MBE生长的In．⋯ Ga AI As 元混品中光学声子 的喇曼散射实验结果．光学 ’ ^ 

声子模拘颊率与碰度的组舟关系表明In． Ga AI As 兀混晶中有 3和光学声子模．即类 

InAs、娄 GaAs和燕AlAs模 喇曼光谱的偏振分 表明 3种光学声子在退偏振桊件下是喇曼活 

性的，而在偏振条件下是喇曼非活灶的 由于混晶中的无序效应、 观察到泄塥的TO模叠加在 

LO的低能值 使喇曼峰显现出非对稀形状 

关键词 一 型 ， n · 

引言 

中 

品格匹配的In一 ⋯Ga AI As／InP四无混晶半导体 其在光通讯用光电器件叶f潜在的 

应用前景 近年来【『益受到人们关注．In～ ⋯Ga AI As／InP四元混品材料中只有 As是 v 

族无素 而其余 3种 Ⅲ族7 素的朴附系数几 乎午H等(兰1)．所以比较容易用 MBE法生长．如 

果把1n的组分同定在 0．53，把 Ga和 Al的组分之和 + 固定在 0．47，就能够在 InP衬底 

上生长出品格匹配的In一 ⋯Ga AI As／InP四元混晶外延层．其能隙范围在0．74～1_45eV． 

恰好 光纤的最小拟耗区和最小色散区重合．所以品格匹配的 In一 AI As／InP 一经 

n1J世就大有取代光通讯用 1．3t*m 干̈ 1．5／am激光器主要材料——InGaAsP 元混晶的趋 

势．对 InGaAsP喇曼散射的研究多有报道，但对 InGaAIAs喇曼散射的报道还很少．Olego 

等 在 次报道的 In．⋯  Ga AI As／InP四无混品的唪J曼散射研究中观察到两组光学振动 

模，并分别指认为粪 InGaAs和类 AlAs振动模．后米．Borroff等[aS和 Ramam等[35先后观察 

列光学声子的j模特征，并指以为类 InAs、类 GaAs羽『类 AlAs纵光学声子模．本文报道了 

In一一Ga AI As／InP的喇曼散射测量结果．观察列类InAs、类GaAs卯类 AlAs 3种光学声 

子模．类 GaAs手u类AlAs模的频率分别随 Ga和 A1的组分 和Y值的增加而单调地增加， 

其强度也随 2／7干” 值的增加而增强．纵光学声子模喇曼散射的偏振分析实验指出：3种1 () 

声子模在退偏振条件 1 是喇曼活性的．10 在偏振条件 1 是喇曼非活性的．无序导致的被禁戕 

的TO模的泄漏使光学声子模的喇曼散射峰呈现作对称形状． 

1 样品和实验 

In．⋯ ，Ga A1 As四元混晶外延层是用MBE方法生长在(100)晶向InP衬底上的．外延 
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In l-x-yGa"，AlyAs 四元混晶的喇曼散射普
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摘要 报道了 MBE 生长的 In ， ~_， (;a"Al\As 凹届世品中光学声于 j .. J ~ jji:llt % IH.l *. Jt字 ' 

声于模坷钳丰与强度的 fR 廿关手表明 In，立、Ga.^'.，A、四 jt. 现品中有 3 手中龙学声子模. lJ1 ~ 

InAs.，主 GaAs 和吏^'^， 模崎J o\i龙话的帕拉守铲幸明 3 种光学声子在退陆最善件下是'申l 哇活

性的咽 i可在偏 Jld斗件下是喇曼才三活山中约由于混品中的t 序岐应、 "J 观事 i\' ]甘局的 TO 模鲁加在

LO 的'且能伍~ j~ 吼占主埠显现出非叶非形状 A 

关键词卫生射出…仰/胁时辛辛件揭轩
引言

品格匹配的 1 n 1 _.,-_ _,.Ga.îAl ~As./ InP 四 U匪品半导体因其在光通讯时光电器件中潜在的

应 1]] 前景.近年来 11 益受到I 人 fn关 i!~. In 1 _ z 、.Ga，AI ，As几nP 四兀棍品忖料中只有 A只是 V

族元素.而n余 3 仲 E 族7C素的粘附系数几乎相等(二1 ) .所以比较容易用 MBE lÉ:生长.如

果把 ln 的组分间走在 8.53 咽把[一;a 相 AI 的组分之相 I十y 固定在 Q. 47. 就能够在 InP 衬底

上生长出品恪pt配的 ln，_._ ,.Ga, AI ，As/lnP 四元混品外延层，且能隙范围在 0.74 飞 1. 45eV. 

恰好V光纤的局小拟琵区归l最小己散区重合所以品格匹配的 In，_._ ，Ga，AI ，As几nP 经

Htit就大台取代光i国ì!l用 1. 31' ffi 刷1. 5μm 激光器主要材料 InGaAsP 阿元混品的趋

势.叶 InGaAsP 喇曼散射的研究多自报道，但对 lnGaAIAs 喇曼散射的报道还很少aυlego

等~l]在首次报道的 In ,_._ ,.t ;a .AI ，As/lnP 四元;昆品的呻I曼散射研究中 l'i.察 ~J两组光学振动

模.;于分别指认为类 ln(;aAs 和类 AIA，.振动模-后来 .BorroH 等[~J 和 Ramam 等[J~先后观察

到光学卢于的模特征.并指认为类 InAs~ 类 GaAs 白I 类 AIA队纵光学声于模4 本文报迫了

ln._._yGajl. l ，.As/lnP 的呻H主散射测量结果.观察j'IJ类 InAs ，类 GaAs 归类 AIAs 3 种光学FT

子模.类 GaAs 归类 A1As 模的!网率计别随 Ga 和汩的组分 I 阳 y 值的增加 I币单调地增M 咽

其强度也随 I 有J y 值的增加而增强.纠光学严于随呻I曼散射的偏振分析实验指出， 3 种 LO

卢于模在退{扁际条件 F 是喇曼活性的咽 l (jj在偏振条件|、是呻I曼非活性的.无序导致的被禁州

的 Tυ 模的泄漏使光学声于模的喇曼散射峰世现 JI 对陈形状

1 样品和实验

In ， _I_.:.Ga .zAlyAs 四元;昆品外延层是用 MBE 方法生长在(10υ}晶向 InP 衬!民上的外延

'同草自哝科学基金{编号 6口57603U) 盹助而目

稿件收到口朋 1997-11-10 幢r~摘收到 11 制 1山ï 12-::~9 



红 外 与 毫 米 波 学 报 17卷 

生长温度为 510C，外延层厚度为约 L．5 n 通过控制恒定的In源束流，使In组分值固定在 

0．53±0．O1，( a和 A1的组分值之和 +Y控制在 0．47±0．0 L，z和 Y值分别在 o～0．47范 

f}；I内改变．实验样品的具体材料参数列下表 1．在室温和背散射几何配置下测量了 In～ 

Ga AI As／InP四元混晶样品中光学声于喇曼散射的Z(x，x)z偏振谱和 Z( ，Y)Z退偏振 

谱，其中 x／／(100)，Y∥(o10)，Z∥(001)．激发光用 Spectra—Physics 165一∞ 型氩离于激光 

器和 Coherent Radiation I-100一K3型氪离子激光器的红光、绿光、蓝光和紫光线，这 4种激 

发光都没有引起喇曼光谱中的共振现象．聚焦在样品表面 卜的激发光功率约为40roW．喇曼 

散射信号经 Jobin Yvon T64000光谱仪分光之后用 2000×800阵列的CCD搽测器接收． 

2 结果和讨论 

图 1给出 Z(x，Y)Z退偏振条件 1 用氪离子激光器的647．1nm线激发的 6块不同组 

分 In～ ⋯Ga A L As／InP样品的喇曼光谱，其它谱图也是在类似的条件下测量的．在 2o0～ 

400cm 的能最范围内有 3种光学声于模，即图中的 A、B和 C峰．它们分别位十 200～ 

400cm一、250～300cm 和 330～400cm ．Borroff等 和 Ramam等[33也得到 _r类似的结 

果．B和 C模的频率分别随 Ga的组分值 z和 Al组分值 Y的增加而单调地增加，但从 同 

纽分洋Htur【fJ ^模的频率却J 木 l：没有变化． 

．d ／cm— 

l冬『l Z(X，Y)Z世偏振条件 卜 组讣 

In卜一 Ga AI As／lnP外延样品的喇曼光谱 

(激发光是氪高子激光器 647 1nm线) 

Fig 1 Raman spectra of In⋯ ⋯ Ga AI As／lnP 

quaternary alIoy samples with different compos[一 

tion values excited by the 647 1nm lino of kryp． 

ton ion Laser and at Z( ，y)Z configuration 

2 In 一Ga A L As／lnP中 0种光学声于摸 

的额半的组分火系(实线足用品小二乘法线性 

拟台备种模的实验数据而得) 

Fig 2 Composition dependence of three optical 

phonon modes in In1⋯ yGa AI As／InP quater． 

nary alIoys，the least square fit of the experi— 

mental data is represented by solid lines 
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生长温度为 51n(' .外延层厚度为约 1. 5μm 通过控制恒定的 In 源束流，使 In 卦1分值固定在

O. 53 士。.019Ga 和 Al 的组分值之和 c+y 控制在 ".17 士 O. U l...和 y 值分别在 O~O. .J7范

网内改变.实验佯品的具体材料参数1'JT 麦].在室温和背散射几何配置下m~量了 In，→ I-'

GaIA1，As/lnP 四.iG l!t品样品中光学声子喇曼散射的 Z<X.X)Z 偏振谱和 Z(X .YlZ 迟偏振

语.tr;巾 X;; (lüu).Y 1/ (010) .ZII (001). 激发光用 Spectra-Physics 165-09 型茧离子激光

器和 Coherem Radiation I-lnO-K3 型虱离子激光器的红光、绿光、蓝光相紫光线，这 4 神激

发光都没育'1 1起喇曼光谱中的共振现象聚焦在样品-&而 k的激发光功率约为 40mW 喇曼

散射信号经 Jobin-YVQn T64000 光谱仪分光之后用 2000X 800 阵列的 CCD 悔测器接收

z 结果和讨论
国 1 给出 jZ<X.YlZ 退偏振条件 F用虱离子激光器的 647.lnm 线激发的 6 块不同组

分 lnt_.ï_yGazAlyAs川nP 佯品的喇曼光谱.1t它谱图也是在类似的条件下删垦的·在 2∞~

400cm-' 的能量范围内百 3 种光学声子模.即图中的 A且和 C 峰.1:::们分别位于 200~

400cm飞 250 ~ 300cm -，租 330~400cm-'. Borroff 等川和 Ramam 等问也得到 r类似的结

果.B 和 C 模的频宁分别随 Ga 的组分值 r 和业l 组分值 y 的增加而单词地增加，但从 H'il

组l 什样品~， r [.1. 于"气愤 (l~1 J同率却JJ卢丰1:没有变化"

2 
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|甘 1 在 z.x.nz <li i刷振是件卜H，]m7t

In1 -1•, Ga .rAI ,1\", /lnP 外延样品的喇钮世111

4 撤走光是虱禹于激光器 647.lnm 找}

Fig. 1 Raman spedra of In.l•,_, Ga r Al ,.A../lnP 

ljuate .-nary alloy sarupIes with diHerent Lompo:s i 
tion value s. excited by the 647. 1 nm line of kryp-
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性12 In. l_._ C;'a .rAI ，.As/l n.P 中 3 忡吃千卢子模

的腼丰的组分X: *l实线是用最小二乘出钱性
拟合待仲模的实验数据而得}

Fig. 2 Compos1tio L1 dependE'L1ce of three optÎral 

phn n.on modes in. I n. 1 → T-J， Ga~A1 J'As/InP quater
nary alloy~ 、 the least square fit of the experi 

mental data is represented by so l1d lÎne~ 
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图2给出了3种光学声子模频率的身i分关系，图中的实线表示用最小 乘法线性拟台 

实验数据的结果．从图 2可以看出，3种光学声子模频率的组分关系均为近似的线性关系． 

我们知道，体 InAs、体 GaAs和体 AlAs材料的 LO(r)声子和 TO(r)声子模频率分别为 

242cm (LO1 )和 220cm一 (TOk )、292cm一 (TOGd。)和 269cm (T() )、403cm一 

(LOA】 )和 361cm (TOⅢ )．所 我们把罔 l·}r的 A，B和 c模分别指认为类 InAs、类 

GaAs和类 AlAs光学声子模．表 1中列出 1 、1、旧样品得到的 3种光学声子模的频率． 

In 一  Ga AI As／InP四元混晶中品格振动1 、1 特征还可从光学声子模强度的组分关系 

进一步得到验证 ]． 为在所有实验样品中，I lIl0卦i分值近似为 0．53，保持不变，因而可以 

假定类 InAs模的强度井不依赖组分值 z和 Y．图 l中的喇曼光谱已经对 InAs模的强度归 
一 化了，从图 1的喇曼谱中叮以看到，当 值小( 值大)时，喇曼光谱中以类 InAs和类 

AlAs模的散射峰为主，类GaAs模的峰很弱。而当z值大( 值小)时，喇曼光谱中以类 InAs 

和类GaAs模为主，类AlAs模很弱 类GaAs和类AlAs光学声子模的强度分别随Ga和Al 

组分 z和 Y的增加而单调地增强．这种模的频率和模的强度的 【分关系类似于具有双模行 

为的二元混晶特性，也证明了In ⋯  Ga AI As／InP四元混品 {千}振动的三模行为特征． 

图 3给出 r In Ga AI 。 As样品中类 AlAs光学声子模的喇曼光谱放大图，从图 3 

可 ，AlAs模显示出明 的非对称形状，在类 AIAs LO声子峰的低能一侧明显地叠加着其 

它的喇曼信号，这可能是由于混品中的无序使得被禁戒的 TO模泄漏的缘故．基于这种认 

识，按高斯线形把图 3中的喇曼峰分解为用虚线表示的 2个峰，即 LO峰和 TO峰．从图 4 

叮见，类GaAs干『『类 InAs模也呈现类似的非对称性，同样是由于类 GaAs和类 InAs TO模 

『鼍 3 In 3Ga AI |IAs佯  ̈{ 凳 AlAs光学 声 

子模的喇曼光谱(虚线是高斯线形拟台分解的娄 

AlAs LO模和 TO模) 

Fig．3 Raman spectra of AlAs like optica L phonon 

modes in Inc∞Ga0 26A10 2』As (AIAs—Like LO and 

TO modes are resoLved by Gaussian Line shape 

6t of the experimenta L spectra) 

图4 在 Z(X，Y)Z嗣I z(x x)z两种偏振条件 

配置下In 3Ga AI ．As洋品喇曼光谱 

Fig．4 taman spectra of In0⋯Ga 2BA10∞As alloy 

at Z(X -Y)Z and Z(X ，X)Z configurations 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

3 期

图 2 给出了 3 种光学声子模频率的组1分关系，图中的实线表示用最小 乘法线性拟合

实验数据的结果.从图 2 可以看出 J 种光学声子模频率的组分关系均为近似的线性关系

我们知道.体 InA~ ，体 GaAs 干相百体 AIAs 材料的 Lo(rJ 声子租 TO(r)声子模频率分另剔别~为

2归42击cm- t飞(L01"A， )和 2泣20耻cm- (TOln巾 J人、 292cm-→1 ( TO""," J 和 269cm-1 ( TO""，，，飞}、 403cm- 1

(LOAL"，)和 361cm- 1 (TOAlA>)'所以我们把罔 1 '们的 A.B 租 C 模分别指认为类 InAs 、类

GaAs 和类 AIAs 光学声子模.表 1 中列出( 11, 1 、 1 ，;]样品得到的 3 种光学声子模的频率.

In,_<_,Ga ,Al, As !lnP 四元棍品中品格帐N1I .、 1'4fi征还可从光学声子模强度的组分关系

进 步得到验证:t] 因为在所有实验样品中 .In I l'J m分值近似为 U. 53.保持不变，因而可以

假定类 InAs 模的强度并不依赖组分值 Z 初 y. 罔 I 中的喇曼光谱已经对 InAs 模的强度归

→化了.从罔 1 的喇曼谱中 "J以看到.呜 I 值小 (y 值大)时，咱l曼光谱中以类 InAs 和类

AIAs 模的散射峰为主.类 GaAs 模的峰11'!.弱‘而当 Z 值大 (y 值小)时，咱l曼光谱中以类 InAs

归类 GaA:-. 模为主咽类 AIAs 模很弱.类 GaA" 和类 AIAs 光学卢子模的强度分别随 Ga 阳 Al

组分 z 丰Uy 的增加而单调地增强这种模的频率和模的强度的划分关系类似T具有双模行

为的二元混品特性咱也证明了 In1- .r.- )'GaxAl.~As /InP 四元混晶晶怖振动的三模行为特征

国 3 给出( In ,l. :~Gan 2öA1u 2l As 样品中类 AIAs 光学声子模的喇曼光谱放大图.从图 3

可见咽AIAs 模显示出A)J 剧的非对称形状.在类 AIAs LO 声子峰的低能 侧明显地叠加着宾

宫的喇曼信号.这可能是由于1屈品中的龙序使得被禁戒的 TO 模泄漏的缘故基于这种认

识咽按高斯线lB把图 3 中的喇曼峰分解为用虚线表示的 2 个峰，即 LO 峰和 TO 峰.从图 4

口I 见，凭 GaA约归类 lnAs 模也呈现类似的非对称性.同样是由于类 GaAs 和类 InAs TO 模

189 持和相等 ]nl_I_vGa"AlAs 四元1届品的喇曼散射
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困 4 在 Z(X. l' ll /11 ZIX啕X)Z 闻仲偏提条件

配置下]，飞 õJGao.!~AI:. ilAs 样品喇是光谱
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被无序激活的缘故．除了个别样品(如z或Y值很小的样品，类GaAs或类 AlAs模很弱，甚 

至丁观察不到)外，所有样品的 3种光学声子模都显示出这种非对称形状，从而町用同样的 

高斯线拟台的方法分解为LO和 TO模．图2巾也给出类 InAs、类 GaAs和类 AlAs TO模 

频率的组分关系．和 LO模一样，TO模频率出呈现出近似的线性组分关系． 

图4给出了In Ga A1 As样品在 Z(x，x)Z偏振和 Z(x．y)Z退偏振条件下得到 

的喇曼光谱．对闪锌矿结构的(100)晶面散射，LO声子在 Z(x，y)Z退偏振条件 r是喇曼活 

性的，而在 Z(x，x)Z偏振条件 r是喇曼非活性的．Ramam等 一在 InGaAIAs／InP喇曼散 

射研究中观察到 Z(x，X)Z散射配置下的 LO声子喇曼散射强度基本 f 与 Z(x，x+y)Z 

散射配置 F的相同． 在 z(x．Y)Z散射配置 的 LO声子喇曼散射强度却非常弱．我们的 

实验结果与Ramam等的结果不一致 ，如图4所示，我们在 Z(x．y)Z退偏振条件 下观察到 

InGaAIAs混晶外延层中的 3种光学声子模，而在 Z(X．X)Z偏振条件下光学声子的喇曼散 

射峰都消失了，所有被测样品均显示出完 相同的偏振特性．类似的结果在 InGaP三元混 

晶和InGaAsP四元混晶中也已观察到口一．我们的结果证明，In 一 GalrAl As／InP四元混晶 

尽管有 3种Ⅲ族元素随机地分布在阳离子格位，其喇曼散射的偏振选择定则仍和闪锌矿结 

构的 点群对称性一致，困而仍不失具有闪锌矿结构的二元纯品的基本特征． 

表 1 In～⋯Ga AI As／InP四元混晶实验样品的组分值和光学声子模的频率值 

Table 1 The Composition values and frequencies of 0叫 ca】phonon modes 

jn In～ ⋯Ga AI，As／InP quaternary alloys 

3 结论 

我们用喇曼散射方法研究了晶格匹配的 In 一 ，Ga A1，As／InP四元混晶外延层的晶格 

振动特性 ，测到的光学声子模的频率与强度的组分关系表明1n 一 Ga A1 As／InP四元混 

晶具有 3种光学声子模，即类 InAs、类GaAs和类 AlAs光学声子模．喇曼散射的偏振分析 

表明 In 一 lvGa A1 As／InP四元混晶仍不失闪锌矿结构的晶体特征． 
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被元序激活的缘故.除了个别样品(如 x !!.x. y 值很小的样品，类 GaAs 或类 AIAs 模很弱，甚

空T观察不到)外，所告一样品的 3 仲光学声子模都显11" 出这种非付称形状，从而四J用同样的

高斯线拟合的万it:分解为 LO 和 TO 模.图 2 巾也给出类 InAs~类 GaAs 相类 AIA， TO 模

频率的细分关系.和 LO 模一样咽TO 模频率出呈现出近似的线性组分关系.

图 4 给出了 Ino_ 5.:1GaU. 26A1u. ~lAs 样品在 Z(X ， X1Z 偏振和 Z(X ,Y1Z ill偏振条件 1:得到

的喇曼光谱.对闪怦矿结构的(]OOl晶面散射，LO 声子在 Z(X ，Yl主退偏振条件 r:是喇曼活

性的咽而在 Z<X ， Xl玄偏振条件 F是喇曼非活性的. Ramam 等[3=在 InG.AIAs/lnP 喇曼散

射研究中观察到IJ Z(X ， XlZ 散射配置下的 LO)声子喇曼散射强度基本 f-_与 Z(X ， X+YJZ

散射配置 r:的相同，向i(r: ZIX ，YIZ 散射配置 F的 LO 声子喇曼散射强度却非常弱.我们的

实验结果与 Ramam 等的结果不一致咽如罔 4 所示咽.f~们在 ZIX ， YlZ 退偏振条件下观察到

InGaAIAs 混品外延层中的 3 种光学声子模，而在 Z<X 咽X泛偏振条件下光学声子的喇曼散

射峰都消失了，所有被测样品均显示出完全相同的偏振特性.~似的结果在 InGaP 二元m

品相 InG.AsP 四元混晶中也己 llY，察:lW':. 我们的结果证明， 1叫 x_，GaxAI，.As!InP 阿元混晶

尽管有 3 种 E 族元素随机地分布在阳离子格位，其喇曼散射的偏振选择定则 1月初闪怦矿结

构的 Td 点群对称性 致，同而1月不失具有闪辞矿结构的二元纯品的基本特 j，E

表 1 1D，_._.Ga.AI，As/1nP 四元;昆晶实验样品的组分值和先掌声子攘的细草值

Table 1 The Composition val ues and frequeocies of optlcal phonon mod回

ín Inl_..-_,Ga..AI YÅS /lnP quateTR盯y alloys 

组甘值 费 InAs 模 类C-aAs 模 类 AlAs模

悻品
x y l-x-y LC) I rm- J } TC)(C'm- J ) LO(cm- ' ) TDtcm- J ) Lü(c皿 -1) TDicm-1) 

。.06 。咽 42 。. ;,2 23;Ï. j 222 36ιI 356. 巳

, Q. 13 0.34 (ì. S3 235. 1 222.4 25ι1 ?-64.1 356.9 

3 口.26 o. 21 1).53 235.3 "哼.叮..叮h 2G2_ 3 252.2 3G8. B 3H;. .5 

4 。 .32 0_ 15 "ι'3 23[; , 1 <:!n咽 6 ~64. 6 255.6 357. S 343.4 

5 。.35 O.ll O. 54 ~35. 1 222咱 2 267.0 258.3 355.8 343. 6 

6 。 .41 0.05 口.54 235.1 222.1 270.8 260.6 350.1 335. 8 

7 。 .47 。.0日 口 .53 234.9 222_ 0 272.7 262. 3 

3 结论

我们用喇曼散射方法研究了晶恪匹配的 In1 _.r_jGa"Al.}As/lnP 四元温晶外延层的晶恪

振动特性，测到的光学声子模的频率与强度的组分关系表明 In1_.:<_j.Ga ..， Al.}，As /lnP 四元温

晶具有 3 种光学声子模，即类 InAs ，类 G.As 和类 AIAs 光学声子模，喇曼散射的偏振分析

表明 Inl_.r_yGa"AlyAs/lnP 四元ilt品仍不失闪辞矿结构的晶体特征，
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Abstract Raman scattering studies were reported of Inl一  a AI As／InP lattice matched 

quaternary alloys．The quaternary alloys were grown on (1 00)oriented InP substrates by 

MBE method．The composition and intensitiy dependence of optical phonon mode frequen— 

cies show that the quaternary alloys exhibit three mode behavior，i．e．InAs—like，GaAs— 

like and A1As—like modes．Polarization analysis of the Raman spectra shows that the L0 

phonon modes are Raman active in the depolarized configuration and Raman inactive in the 

polarized configuration．TO phonon modes were also observed due tO disorder effects，re— 

suiting in the asymmetrical shapes of the Raman peaks of the optieal phonons． 
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Raman scattering studies were reported of In1_ .:c_yGa .zAlyAs/lnP lattice matched 

quaternaryalloys. The quaternary a l10ys were grown on (1 00) oriented InP substrate5 by 

MBE method. The composìtìon and intensïtiy dependence of optical phonon mode frequen

cies show that the quaternary alloy s. exhibit three-mode behavioT. i. e. InAs-like. GaAs

like and AIA .s -like mode~. Polarization analysis of the Raman sp~ctTa shows that the LO 

phonon modes are Raman active in the depolarì.led configuration and Raman inactive in the 

polarized configuration. TO phonon modes w~re a150 ob~erved due to disorder pffects. re

~ultlng in thc a~ymmetrical ~hapE'~ of the Raman peaks of the optical phonons. 
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